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Wzmacniacz mocy wielkiej czgstotliwoscei klasy D

Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz mocy wielkiej czgstotliwosci klasy D,
beztransformatorowy.

Znany jest z artykutu W.J. Chudobiak D.F. Page pt: ,Freguency and power limitations of
Class-D transistor amplifiers”, IEE Journal of Solid-State Circuits, vol SC-4, February 1969, no |
wzmacniacz mocy klasy D wielkiej czgstotliwo$ci nie posiadajacy na wejsciu transformatora
szerokopasmowego. We wzmacniaczu tym zastosowano tranzystory komplementarne pracujace
jako klucze. Emitery tych tranzystoréw s3 polaczone galwanicznie, a takze ich bazy s3 ze soba
polaczone galwanicznie. Emitery obu tranzystoréw potaczone s3 ponadto z szeregowym obwodem
rezonansowym RLC. Drugi koniec tego obwodu RLC jest uziemiony. Uktad posiada dwa napigcia
zasilajace z ktorych jedno jest wlaczone migdzy kolektory obu tranzystoréw a drugie poprzez
dtawik wiaczone jest w obwod bazy tranzystorow. Wzmacniacz sterowany jest sygnatem prostokat-
nym tak, ze przez p6t okresu jeden z trazystorow jest w stanie odcigcia, a drugi w stanie nasycenia,
natomiast w drugiej potéwce okresu stan pracy tranzystoroOw jest odwrotny.

Powyzszy uklad posiada szereg wad. Wymagane s3 dwa Zrédta zasilania o réznych napigciach.
Konieczny jest przy tym dlawik w obwodzie zasilania baz. Oba tranzystory pracuja w uktadzie ze
wspolnym kolektorem, stad napigcie sterujgce musi by¢ duze, okole Ucc/2. Ponadto tranzystory
moga by¢ umieszczone na wspdlnym radiatorze tylko po zapewnieniu jizolacji elektrycznej sIstnieje
takZe niebezpieczenstwo wzbudzenia si¢ wzmacniacza. W zwiazku z tak duzg liczbg wad wzmac-
niacz ten nie znalazl praktycznego zastosowania.

Istota rozwigzania wedtug wynalazku polega na tym, ze kolektory obu tranzystoréw komple-
mentarnych pracujacych jako klucze s3 polaczone galwanicznie z sobg. Ponadto oba kolektory
potaczone s z pobudzanym obwodem rezonansowym RLE, ktérego drugi zacisk jest uziemiony.
Bazy tranzystoréw komplementarnych sg potaczone z soba poprzez kondensator. Kazdy z zaci-
skow napigcia zasilajacego uktad polgczony jest z emiterem jednego z tranzystorow. Migdzy
emiterem a baza kazdego z tranzystor6w wigczona jest dioda.

Wzmacniacz wedtug wynalazku posiada szereg zalet w stosunku do znanych wzmacniaczy.
Dzi¢ki galwanicznemu potaczeniu kolektorow oba tranzystory mozna umiesci¢ na wspélnym
radiatorze, co znacznie ulatwia konstrukcje wzmacniacza, umozliwia miniaturyzacj¢ ukfadu i
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obniza ceng jego produkcji. Istoing zaletg jest rOwniez wyeliminowanie niebezpieczefistwa wzbu-
dzania si¢ wzmacniacza, poniewaz od strony jego wejscia nie wystepuja elementy indukcyjne.
Podnosi to niezawodno$¢ pracy ukiadu. Istotng zalety jest to, ze wymagane jest tvlko jedno Zrodlo
casilania. W zwigzku 2 tym, ukfad jest prosty i tanszy w produkcji i eksploatacji. Ponadto
tranzystory pracujg w uktadzie OE. wspolnego emitera, dzigki czemu do wysterowania wzmacnia-
cza wystarczy stosunkowo male napigcie rz¢du 1V, a wzmocnienie napigciowe i wzmocnienie mocy
jest bardzo duze. Projektowanie proponowanego uktadu jest znacznie prostsze od uktadéw zna-
nych dotychczas.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, ktory przed-
stawia schemat ideowy wzmacniacza.

Wzmacniacz wedtug wynalazku sktada si¢ zdwoch tranzystorow komplementarnych T1, T2.
pracujacvch jako klucze. Kolektory tych tranzystorow potaczone s3 z sobg galwanicznie.a ponadto
polaczone s3 z jednym z zaciskdw szeregowego obwodu rezonansowego RLC. Drugi zacisk tego
obwodu jest uziemiony. Bazy obu tranzystorow potaczone sa poprzez kondensator C1. Baza
tranzysitora T1 typu pnp potaczona jest ponadto do anody pierwszej diody D1. Katoda tej diody
D1, a takze emiter tranzystora T1 typu pnp dolaczona jest do dodatniego bieguna napigcia
zasilajacego Ucc. Baza tranzystora T2 typu npn potaczona jest z katodg drugiej diody D2. Anoda
tej drugiej diody D2 i emiter tranzystora npn T2 s3 uziemione. Diody D1, D2 zamykajg wi¢c
obwody pradu stalego baz obu tranzystorow. Na bazg¢ tranzystora T2 typu npn i na bazg tranzy-
stora T1 typu pnp poprzez kondensator C1 podawane jest napigcie wejSciowe prostokatne poprzez
kondensator sprz¢gajgcy Cs. Napigcie wejSciowe utrzymuje na przemian jeden z tranzystorOw w
stanie odcigcia, a drugi w stanie nasycenia. Dzigki temu szeregowy obwdd rezonansowy RLC
pobudzany jest napigciem o przebiegu prostokatnym.

Zastrzezenie patentowe

Wzmacniacz mocy wiclkiej czgstotliwosci klasy D, zawierajacy dwa tranzystory komplemen-
tarne, ktérych bazy s3 sterowane prostokgtnym napig¢ciem wejéciowym i ktére to tranzystory
pobudzajg obwéd rezonansowy z jednym zaciskiem uziemionym, znamienny tym, ze kolektory
tranzystorOw komplementarnych (T1, T2) s3 potaczone ze soba galwanicznie, a takze potagczone s3
z drugim zaciskiem obwodu rezonansowego (R, L, C). za$ bazy tych tranzystoréw komplementar-
nych (T1, T2) potaczone s3 poprzez kondensator (C1), przy czym kazdy z zacisk6w napigcia
zasilajacego ukiad (Ucc) potaczony jest z emiterem jednego z tranzystoréw (T1, T2) oraz miedzy
emiterem a bazg kazdego z tranzystorow (T1, T2) jest wiaczona dioda (D1, D2).
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